
Ⅰ C  Ⅰ 集積回路の将来展望と 技術開発戦略 

幸 武 百 喜 東芝 ULS I 研究所長 

I C 、 L S I は、 社会に不可欠のものとして、 一大産業に発展した。 その 

技術開発の歴史・ 将来展望を事例をまじえて 説明し、 また、 日米の違いを 論 

じる 。 

1 . 半導体の市場動向 ( 図 1 ) 

2 . ダイナミ ックメモリ ( D R A M ) と論理 L S I の進展 ( 図 2 、 3 ) 

3 A S M I C ( Appl ication-Speci f ic Memory 1C) 

4 . 半導体メモりと 磁気メモリ ( 図 4 ) 

5 . 不揮発性メモリノ N A N D  E 2 p R O M ( 図 5 ) 

6 . E P R O M 、 E 2 p R O M の開発の歴史 ( 事例 ) 

7 . マイクロプロセッサの 集積 度 と動作周波数 ( 図 6 ) 

8 , 高 集積化とシステム 速度の向上 ( 図 7 ) 

9 . デバイス、 プロセス技術の 革新 

Ⅱ . C A D ノシリコン・ コンパイラー、 プロセス・デバイス 
・回路シミュレーション 

Ⅱ． 日米 ( 欧 ) の ジ ヱネ リ ソク ・テクノロジー 比較 

12. 日米企業の技術開発比較 

13. 日米欧の国家的プロジェク トの意義 

Ⅱ． 微細 M 0 S  L S 1 の予測される 問題点 ( 図 8 ) 

15. L S I の限界 ? 2 1 世紀へ 伺 って 
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半導体の市場動向 
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図 2   DRAM および論理 L S@ I の 技術の進展 

Ⅰ 一 ドディスクⅠ 目辛 , ソク 

103@ 105@ 107@ 109@ 10"@ 1013 
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図 3. DRAM 技術のトレンド 図 4. メモリ 階届と E2 pRoM 

( 億気的 古昔可能不揮発性メモり ) 
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図 5. NAND 型 E2 pRoM 図 6. マイクロプロセッサの 集積 度 と動作周波数 
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図 7. 百集 甘 化がもたらすシステム 速度の向上 図 8. 超微細 MOS  LS l の予測される 問題点 
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